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臭化タリウム(TlBr)は高い原子番号(Tl: 81, Br: 35)と密度(7.56 g/cm3)を持っているためにガンマ

線吸収効率が高い化合物半導体である．TlBr結晶は室温において 1010 Ωcmと高い抵抗率を示す．

TlBr結晶は電荷輸送特性も良好であり，移動度寿命時間積は電子で 10-3 cm2/V，正孔で 10-4 cm2/V

と CdTe結晶に匹敵する値が得られている．このように TlBrはガンマ線検出器材料として有望で

あるが電子正孔対生成エネルギーについての報告は少ない[1], [2]．本研究ではピクセル型 TlBr検

出器を用いて電子正孔対生成エネルギーの測定を行った． 

帯域精製法によって純化した TlBr結晶からピクセル型検出器を製作した．検出器の厚さは 4.36 

mmであり，ピクセル電極の大きさは 1 mm × 1 mmであった．室温において検出器の陰極に 241Am

からの 59.5 keVのガンマ線を照射し，ピーク位置の電圧依存性の測定を行った．図 1は TlBr検出

器から得られた 59.5 keVのガンマ線スペクトルである．図 2は 59.5 keVのピーク位置の電圧依存

性を示している．ヘクトの式をカーブフィットし電圧無限大におけるピーク位置を見積もり，測

定系を Si PINフォトダイオードで校正することによりTlBrの電子正孔対生成エネルギーを求めた

ところ，その値は 5.4 eVであった．報告値の 6.5 eV [1]，5.85 eV [2]よりも小さな値が得られた． 
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図 1	 241Amガンマ線スペクトル 
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図 2 ピーク位置の電圧依存性 
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